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MEMORTA DESCRIPTIVA
que Se presenta para unir a2 la solicitud
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322.304
en
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Holendesa, establecida Emmasingel 29, Bindhoven, Holanda,

por:

“Ull DISPOSITIVO SEMICONDUCIOR*

Este invento se refiere a dispositivos semicon~
ductores que comprenden un cuerpo semiconductor que tiene
une widn p-n entre wna primera regidn de un tipo de con—
ductividad (tipo p & tipo n) y wna segunda regidn del. otro
tipo de conauctividad (tipo n & tipoe p), una capa conduc-
tora que tiene wna resistencia finita, de lLémina la cusl
estd aplicada a una superficie de la primera regidn, ¥y
uns conexlidn conductora de baja resistencia a la coapa
conductora, en gue los diferentes partes del borde de la

unidn p-n situades en la superficie del cuerpo semiconduc—
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tor esbdn a distancias diferentes desde la conexidn con-
ductora.

Un ejemplo de tal dispositivo es, por ejemglo,
un transistor plano que tiene una regidn de emisor de un
tipo de conductividad, la cual se exftiende desde una su—
perficie del cuerpo semiconductor a una regidn de base
del otro tipo de conductividad, de monera gue en la Su~
perficie la regidn de emisor estd completamente empotra—
da en la regidén de base y la unidén p-n entre las dos re-
giones termina en un borde continuo en la suverficie.

In muchos easos 1o regidn de emisor estd cubierta suston-—
cisalmente por una capa conduchora, por ejemplo una capa
metdlica, a la cual se hace la conexidn de bajo resisten—
eia para conexidn eléctrica. ssta conexidn puede ser, por
ejemplo, un zlawbre scldado o estaliade ¢ ellz, o una pro—
Iongacidn de forma de tira de la eapa conductora, la cual
ge extliende sobre una copa aiglante provista sobre €l cuer-
po semiconductor.

Es sabido que, en muchos c¢asos, durente el N
cionamiento de un dispositivo semiconductor lz corriente
que circule a través de una unidn p-n del mismo pasa por
esa unidn p-n sustanciolmente por el borde de ls misma.
Tal es en particular el caso para una unidn de emisor de
un transistor.

Adends, en muchos casos, las distancias entre
partes diferentes del borde la unidén p~n ¥y le conexidn
conductora son diferentes, de menere que las resistencias
eléctricas entre partes diferentes de ese borde y la come-
xidn conducbore son diferentes, lo cual dé luger a irregu-

laridades en la densidad de corriente g lo largo del borde
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de Ia unidn p-n. Especialmente en el caso de corrientes
de gran intensidad, pueden producirse frecuentemente den=—
gidndes de corriente excesivas localizadamente a lo lar-
go del borde de la unidn p-n, de menera que el disposifi-
vo estd expuesto a resultar deberiorado.

Bs de hacer notar que este fendmeno es usualmen-—
te debido a la ausencia de simetria circular del 'dispo-si-
tivo semiconductor.

Las irregularidades descritss en la densidad
de corriente a lo largo del borde de la unidn p-n podrian
disminmirse considerablemente usando para el disposiviveo
semiconductor una configuracién en la cual no existan
sustancialmente diferencios en distancia entre las dife-
rentes partes del barde de 1a unidn p-n y la conexidn
conductars (dicho con otras palabras, usando simetrfa cir—
cular). No obstente, ello es imposible en la préetica pa-
ra muchos dispositivos semiconductores, o no desegble si
se toman en considerocidn o tras proviededes deseadzs del
disposgitivo.

kn consecuencia, un objeto del invento, es entre
otros, proporcionar dispositivos semiconductores de la
¢lose mencionads en el prefmbulo, en los cuales las irre—
gularidades de densidad de corriente o 1o largo del bor-
de de la unidn p-n estdn limitadas, ¢l menos en gron me—
dida, de una menera diferente y sencilla.

EL invento se basa en ¢l reconocimiento del he-
cho de que la capa conductora eon su regidn asociada cons—
tituye el circuito de corriente entre la conexidn conduc-
tora ¥y el borde de la unidn p-n, y que es posible de uns

menera sencills proveer en dicha capa con su regidn aso-
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cdada une disposicidn de resistencia medionte la cudl se
suprimen considerasblemente laos irreguleridades en dsnsi-
dad de corriente a lo large del borde de la unidn p-n.

De acuerdo con el invento, un dispositivo semi-
conductor que comprende un cuerpo semiconductor que tie-
ne una uwnidn p-n entre une primera regidn de un tivo de
conductividad (tipo p 4 tipe n) y uwna segunda regidn del
atro tipo de conductividad (tipo n é tipe p), wms capa
conductora que tiene une resistencis finita de ldwins,
agplicada a una superficie de la primera regidn, y una
conexidn conductora de baje resistencia a dicha capa con—
ductora, en que las diferentes pasrtes del borde de 12
unidn p-n situadas en la superfiocie del cuerpo semicon~
ductor estdn a distancias diferentes desde la conexidn
eonductora, estd caracterizado por que la capa conducto-
ra juntemente con la primera regidn presenta, entre la
conexidn conductora y el borde de la unidn p-n, una dis-
posicidn de resistencia que, durante el funcionamiento,
favorece lo uniformidad de la densidad de corriente, a
lo largo del borde de la unidn p-n, de la corriente que
circula a través de la unidn p-ni.

In numerosos dispositivos puede obtenerse una
limitacidén suficiente de las irregularidades de densided
de corriente @ lo largo del borde @le 1o unidn p-n si la
primera regién y la capa asoclade presentan wne disposi-
cidén de resistencia satisfactoria. Este es el caso, por
ejemplo, pera un transistor en el cual las regiones pri-
mera y segunda son lss regiones de emisor y de base, res—
pectivamente, y en el cusl, durante €l funcionomiento,

1o corriente a la conexidn de base es baja. No obstonte,
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hay ‘tembién muchos dispositivos semiconductores en laos
cugl es una conexidn a la segunds regidn estd tombiér des~
tinade a conducir elevadss corrientes y en los cuales, pa~
rs limitar mejor las irregularidades de densidad de co-
rriente 2 lo largo del borde de 1o unidn p-u, es desea~
ble que la segunda regidn, juntamente con wna cops conduc—
tora asociada, presenten igualmente una disposicidn de
registencia satisfactoria. in consecuencia, une realiza-—
cién preferida del invento estd coracterizada por que una
superficie de 1a segunda regidn estd iguslmente cubierta
con une capa conductors de recistencia finita de ldwine,

a 1o cual hay bambién hecha uns conexidn de baja resis-—
tencia, presentando ese capa conductora, juntamente con
la segunda regidn, entre la conexidén conductora y el bor—
de 1a unidn p-xn, una forma de resistencia que favorece
durente el funcionsmiento La uniformidad de la densidad
de corriente, a lo largo del borde de 1l unidén p-n, de la
corriente que circula a través de la wnidn p-n,. I pre-
sente invento es importente especialmente para transsis—
tores en 1os cuales la primers regidn es la regidn de emi-
S0YX,

La dispesicidn de resistencia deseada de wna
regidn, juntamente con su capa conductors asociada, pue-
de obtenerse, por ejemplo, por conduccidn heterogénea de
la regidn y/o de la capa conductora y/o medisnte espesor
irregular de la regidn y/o de la capa conductora, y/o me—
diente conformacidn adecuada del limite de la parte de la
cape conductora en contacho con la regidn asociada, con
respecto al borde de la unidn p-n.

Une reslizacidn importante preferida de un dig—
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positivo semiconductor de acuerds con el invento estd ce-
racterizada por que la oisposicidn resistencia deseada
tiene lugar debido a que la parte de una capa conduchora
que estd en contacto con la resgidn esociada lo estd al
menos sobre porte de su espesor, mds alejada de la anion
P-n en elgunes partes de su borde que en otras. Serd evi-
dente gue la resistencla entre uma parte del borde de

1a unidn p-n y la conexidn conductora viene influenciada
por la distancia entre la correspondiente parte del bor-
de de la wnidn p-n y la parte de la capa conductors en
contacto con la correspondiente regidn.

Lo parte de una capa conductora en contacto con
la regidn nsocirds puede ser menor que la capa conducho-
ra debide a la internosicidn de una capa gislente. Lo ca—
pa elglante puede ser, por ejemplo, una capa de $xido
provista sobre el cuerpe semiconductor.

TLa ccpa conductora puede ser de meferial semi-
conductor ¥y tener localizadsmente diferentes grados de
conduccidn debide a concentraciones de impurezas impor-
tantes que difieren de un punto a otroc. No cbstante, l=
capa conductors es preferitlemente de un mebts) tal como
el aluminic.

EL presente invento es de especizl importancis
para disnositivos semiconductores en los cusles lag dos
regiones situvadas en 1o superficie del cuerpo semlicondinge
tor tienen una disposicidn interdigital.. Tel disposicidn
interdigitel se suele usar en dispositivos semiconduc—
tores pare grandes pobencias. Lia disposicidn de resistenw
cia deseada puede pues obienerse de una maners sencille,

por que la parte de la capa conduchora en contacto con
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la regidn asociada estd mfs alejsaa de la wnidn p-n en
el arranque de los dedos en la forma interdigital que
en los extremos 1libres de los dedos.

Las conexiones conductoras en egbructures in-
terdigitales se hacen usualmente pare unir entre s par—
tes de interconexién de los dedos.

A continuecidn se describirdn reslizsciones de
los dispositivos semiconductores de scuerdo con el invenw
t0, a maners de ejemplo, con referencia & los dibujos es-
quendticos que se acompafion, en los cualess

Las Figse 1 a 4 ilustran una realizacidn de un
transistor de acuerdo con el invento, siendo las Figs.
2y 4 vistas en plenta y las Figs. 1 ¥y 3 vistas en seccidn
transversal tomadeos 2 lo largo de la linea correspondien—
te a la 1fnea S-S de la Iig. 2;

La Fige 5 es una viste en planta en que se ilus-
tro una perte de una segunds reclizacidn; y

LA Fig. 6 es wna vista en vlante en que se ilus—
tra uns parte de wna tercera reslizacidn.

Refiriéndonos chora @ la #ig. 1, una oblea 1
de silicio del tipo n con la adicidn de As, que tiene una
resistividad de 0,01 ohmios~cm. ¥ que tiene de dimensio-
nes 2,7 mm x 2,7 mm x 165 micres, soporta una cepa epi-
toxisl 2 de silicio de tipe n activado en P, que tiene
una resistivided de 8§ a 12 ohmios—cm, ¥ un espesor de
35 micras.

Se proporcions una capa 3 de dxido calentando
el cuerpo 1,2 2 1.2002C durante una hora en una corriente
de oxigeno himero que circula con un ceudsl de I I/min,

estando el oxigeno saturado con agua a 802C.
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En la capa 3 hay graebada uns venbtana 4 mediente
una téeni.co fotolitogrdfica, y se produce una regidn b
difusa 4l tipe p que tiene una profundidad de 10 micras,
por difusidn de boro en la regién 2 por medic de la parte
de 1la superficie de la regidn 2 que no estd protegive por
la capa 3.

La regidn 5 puede ser producida colecando ¢l cuer—
pe 1, 2 en wn horno, calentado €l cuerpo a 900eC durante
una hora ¥y llevendo el vspor producido por calentamicnto
de una reserva de Sxido bdérico, proporcicnads asimismo en
el horno, a S008C, sobre el cuerpo 1, 2 medirute une co—
rriente de nitrdgeno que fluye a 100 1/min. El cuerpo 1,2
as luego transferido a un segundo horno en el cusel se
completa la difusidn del boro cslentando el cuerpo 1,2
a 1.2002C en una corriente de oxlgeno que fluye 2 1 I/min
durente tres horas. La regidn 5 de tipo p tiene entonces
una resistividad de ldmina de 90-100 chmios en cuadro. Lz
capa de dxido (no representada) puede ser engrosada en la
ventana 4 sin sacar el cuerpo 1,2 del horno, calentzndo
durante 30 minutos, en oxfgeno limedo, saturade a 80eC,
que fluye con un caudzl de 0,2 1/min durante 40 minufos,
siendo mentenico el cuerpo 1,2 a 1L.2009C durente ese tiem-
golo 28 ’

La Tig. 3 muestra una fase posterior en la fo-
bricecidn del transistor. Una ventana 6 estd grobaas en
1o capa 7 de 8xido engroscda y se produce uma regidn & de
tipo n por difusidn de fésforo en la capa 2, de moners
que parte de la regidn t pasa a ser de conductivided de
tipe n. Entre los regiones 5 y 8 se produce una unidn 13
de tipo p-ne
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La difusidn del Ldsloro vuede llevarse o cobo
celenmtondo el cueipo 1,2 durente hors ¥ media a 1..1609C
en ungo atmésferc produclda mezclomdo gos nitrdgeno cue
fluye a 1 I/min y gos oxfgeno que fluye 2 0,1 1/min y gos
nitrdgeno que ha sido hecho burbujear a través de EGCI3,
mantenido a uns temperatura de 252C, a un caudsl de 2
ec 3/min. Al final de este tiempo, se corta la corriente

de nitrdgeno que ho sido hecha burbujear a través del POCL

3

¥ se continda el colentamiento en condiciones por lo de~
mas similares durente otros 30 minutos. Liuego se trana—
Tiere el cuerpo 1,2 o otro horno en el cusl se calients
a 1.0402C en oxIgeno hiimedo, saburado con vepor a 802G,
que fluye con un candol de 0,2 1/min durante una hora.

Lo regidn 8 tiene una resistividod de 14mine de
1,3-1,5 chmios en cuadro, la produndidad de difusidn es
de 7 micras y la capa de dxido (no remw esentads) estd en~
grosada en la ventans 6.

La vista en planta de la Tig. 2 muestra los for-
mas de Las regiones 5 y 8 y 1la parte 9 engrosada de la
capo de dxido.

Lia Pige 4, que es una vista en planta ampliada
correspondiente & la jorte de le Fig. 2, dentro de la Li-
neg I0 de puntos y trazmos, miestra una fose posterior en
la fabricacidn del transistor. En las capas 9 y 7 de éxi-
do engrosadas hay formadas ventenas, los limites de las
cusles se hen indicadg por los mimeros de referencia 11 ¥
12. Se ha provisto conexldn a2 les regiones semiconducto-—
res 5 y 8 por medio de las ventonss 11 y 12 medirnte cam
pas conductores, en este caso de eluminic 14 y 15, repre—
sentadas rayadag, de resistencia finite de lémina. Como
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tembidn se ha ilustrado en la Fig, 2, se han provisto cone-
xiones conductoras de baja res:fsteneia, representades en
1ineas de frazes, 16 y 17, & la capa de sluminio 14, ¥y se
ha provisto una conexidm 18 conductors de bajs resisten—
cia a la capa de aluminio 15. Las prolongaciones de dichos
alambres, representadas en lineas de puntos y trazos, pue—
den estar conectadss a espligas de contacto sujetas o una
envolvente.

Se proveen las capes 14 y 15 depositando aluminic
sebre la totalidad de la superficie expuesta represenisada
en la Fig. 2 mediante depdsito por evaporacidn al veelo
sobre Los capas de éxido 3, T ¥ 9, y sobre las venteneas
1l y 1.2 provistas en ella. HEL aluminio depositado tiene
un espesor de 1,8 micras y una resistividad Iinite de 14—
mina de 0,02 ochmios/en cuadro. Lias partes no deseadns de
las cgpas de cluminio son luego eliminados de la maners
usual. por un procedimiento fotolitogrédfico.

Los olembres de aluminio 16, 17 y 18, craa une
dey por ejemplo, 250 micres de espesor, se aseguran por
unidn a presidn witrasdnica.

L trensistor puede terminerse sujetondo 1o co-
ra inferior (Fig. 1) de 1la regidn 1, a un disco de molibde—
ng con recubrimiento galvancpldstico de niquel y oro, con
Iz interposicidn ce un delgado diseo de oro y por cslen~—
tamliento. El disco de molibdeno puede ser luego estatinde,
usendo soldadura eutéctice de plome y estafio, & un colec~
tor de cobre. Los extremos libres, representcodos en linees
de puntos y trazos, de los conductores 16, 17 y 18 se ase-
guran o esplges provistos en el colectore. Finalmente, el

colector puede sujebarse a un bote de lata, permitiendo
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asi encerrar uns atmdsfera protecta a seca de nitrégenc.

Datos tfpicos de 12 »vresente reslizacidn sons

Ventsna 4; 2,3 mm x 2,3 mm,

Dimensiones de enwolvente extericr de 1a veh-
tana 6, 1,4 om x 1,9 mn.

Longitud de dedos de la regidn 8; 0,5 m,

Anchura de dedos de la regidn 8; 0,18 mm.

Separacidn entre unidn 13 y ventena 11; 20
nicras

Separacidn entre capes de cluminio 14 y 1b;
20 micras.

Separacidn entre unidn 13 y ventsna 12; 20 mi-
cras en los extremos de las caras de los dedos y 60 mi~
cras en los arranques de los cedos de la regidn 8.

Nimero de dedos (totsal, smbas caras); 16

En la realizacidn anteriormente descrita, las
irregularidades en deneided de corriente o lo largo del
borde de la unidn p-n estén limitades, ya que la distan—
cia entre la ventana 12 (¥ por tanto entre la parte de
Lla capa 15 de metal en contacto con la regidén 8) y dicha
unién es mayor en los srranques de los d.e-dos de la re—
gién 8 que en 1los exvremos libres de los miembros. In
funcionemiento, con la regidn 8 como uns regidn de emi-
sor y la regidn b como uns regidn de base, la relacidn
de corriente de emisor a corriente de base puede ser ma~
yor de 10, y lo relacidn de las snchurss de los dedos de
emisor y los dedos de base es 3 1/2 y, por conslgulente,
las irregularidedes en densided de corriente debldas a
Ia configuracién de base son, en generzl, hosta tal pun~—

to menores que las deblidaes a la configuracidn de emisoxr
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que son desnreciables, y cuslquier mejora por correeccidn
en el lado de bhase de la unidn 13 no ejerceria sustoncisl-
mente influencia slguna. .

La Fige b es wna vista en planta de wn drea, que
se corresponde sustancialmente con la de la Fig. 4, de
une segunds reslizacidn de un transistor de acuerds con
el invento. BEu este caso, las distancias entre Ias ven—
tenas 11 y 12 y entre las copas 14 y L5 son sustaneclisimen—
te constantes y se obtiene la mejora deseada debido a lg
unidn 13 de tipe p-n que se aproxima localizadsmente mucho
a la copa l4. Tia Iimitacidn aqulf obtenida es menor que
en las reslizaciones precedentes, perc existe clerto grao—
do de correccidn pars las regiones tento de emisor como
de base. Lias conexiones a las regiones de emisor y de ba—
Se no se han representvado en la Fig. 5, pero son simila~-
res o las representades en la Fig. 2.

TLa Fig. 6 es wna vista en planta que muestra las
partes que son de interds de una tercera reslizacién de un
transistor de acuerdo con el invento, en el cual la regidn
de emisar, la conexidn 19 de emisor de baja resistencia
¥ la unidn 13 tienen simetria circulsr, de menera que no
se precisa correccidn slguna con respecto a las irregula-
ridedes en densidad de corriente a lo largo de la unidn
13, en eI lado de emisor de la unidn 13. La conexidén a la
regidn de base por medio de una conexidn 0 de baja resis-
tencia es sin embargo asimétrica, ¥y se obtiene una mejoras
haciendo la ventana 11 de base asimétrica con relacidu =
1z unidn 13, de manera que junta = la conexidn 20 la me-
paracidn entre el Limite 11 y La unidn 13 es mayor que en

Las posiciones mds slejodas de 1la conexidén 0.

- 12 -
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Es de hecer notar que, sunqgue la descripcidn
que Se acaba de hacer se refiere a dispositivos plouos,
es alternativamente posible pora los dispoditivos qgue
sean de configuracién de mesa, por ejemplo, come se¢ ha
indicado en la Fige 3, en que el mabterisl del cuerpo 1,2
puede ser desprencido por atague quimico fuera de loz
Iineas de trazos 2L.

Por otra parte, eunque en lo que antecede se ha
descrito la febricecidn de un sélo disvositivo medisnte
una oblea, pueden Labricarse gran nimero de dispositives,
gimultdneamente, cada uno en un drea diferente de una
lémina no dividida, siendo dividida La lémina pars pro—
porcionar dispositivos individusles antes del montaje o
encapsulado,.

IEn relacién con los dibujos, se menciona que
las secciones transverssles de la Fig. 1 ¥ 3 no estén
rayadas, ya que todas leos partes representodas estén en
seccidn transversel y las figuras sparecen mis claras en
forma no reyada; adicionalmente, la difusidn, en la préc-
tica, no se interrumpird enm ¢l borde de la ventana aso~
ciada y, de hecho, se obbtendrin regiones con difusidm %
¥ 8 las cuales se extienden hacia fuers mds alléd de los
bordes de las capas 3 y 7 asociadas protectoras de 6xido
en d&istancias cortas aproximadamente iguoles &l espesor
de las regiones con difusidén. Bsa difusidén hacia fuera
no se ha representado con objeto de simplificar, mis es—
pecielmente las figuras representadas en planta.

Serd evidente que €l invento no queda limita~
do & las realizsciones descritas y que para un experto

en 1o téenica son posibles numeroses variaciones sin re-
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basar el alcance del invento. AsI, por ejemple, pueden usar-
se materisles semiconductores distintos 2l silicio, ¥ pue—
de hacerse una regidn, por ejemple, de forma de estreilia en
lugar de ser (e forma de peine. Iia disposicidn de reeisten—
cia deseada de una regidn juntamente con la capa conductora
gsociada, puede detexrminarse fidcilmente por edlcule y/o por
experimentacidn, para cudlquier configuracién deseads de
digpositive semlconductor.

La presente solicitud, que corresponde a2 la pre—
senbads en Gran Brebtafia el 29 de Enero de 1.965, bajo el
no. 4027/65, se acoge a los beneficios del artfculo 51 del
vigente Estatuto sobre Prepiedad Industrial.

¥ o T A

Los puntos de invencidn propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paben—
te de Invencidn en Espafia, por VEINTE aiios, son los siguien-
tes: '

Le- U dispositivo semieondnctor que comprende wx

cuerpo semiconductar que tiene una unidn p-n entre una primers

regidn de un tipe de conductividad ( tipo p o tipon ) ¥y
una segunda regidn del otro tipo de’ conductividad ( bipo n
o tipe p )}, una capa conductora que tiene una resistencia
finita de 1l4mins, que estd aplicads a uns superficie de
la primera regidn, y una conexidn conductors de baja re—

gistencia a la eapa conductora, estande parbtes diferentes

-4 -
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del borde de la unidbn p-n situadas en ls superficie del
cuerpo semiconduchor a distanciss diferentes de lua cone~
xidn conductora, caracterizado porque la eapa concuctora
junto con Ia primera residn presenta entre la conexidn
conductara y el borde de la unidn p~n una disposicidn de
resistencia que, durante el funcionamiento, sumento la uwni-
formidad de la densidad de corriente a l¢ lLarge del borde
de la unidn p-n de la corriente que pasa a travéds dz lu
unidn p-u.

2+~ Un dispositivo semiconductor sesim la reivino-
dicaecidn 1, carscterizado porque una superficie de lea ze-
sunda regidn estd también cubierts con uns capa conductora
que tiene una resistencia finita de 14mina y a 1a que es—
t4 hecha tenbién uns conexidn de baja resistencia, tenien-
do dicha copa conductors junto con 1a segunds regidn, en-
tre La conexién conductora y el borde de 1la unidn p-n, una
disposicidn de resistencia que durente ¢l funcionamiento
aumenta la wniformidad de la densidad de corriente a lo
Jargo del borde de la unién p-n de la corriente que pasa
a través de la wnidn p-n.

3.~ Un dispositivo semiconductor segin la rei-
vindicacidn 1 o 2, ceracterizado por que la primera regidn
es la regldén de emisor de wn transistor.

4o Un adspositivo semiconductor segin una o mds
de las reivindicaciones precedentes, cerachterizado en que
la disposicidn de resigtencla deseads aparece debido a que
parte de una capa conductora que hace contacto con la re—
gién ssociada estd, al menos en parte de su espesor més
glejada de la unidn p—n en a@lgunas partes del borde gque en
otrag.
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5.~Un dispositivo semiconductor segin la rei-
vindicacidn 4, caracterizado porque la parte de la capa
conductors que hace contacto con la regidn asociada es
nds pequefia que la capa conductora debido a la inisrpo-
sicidn de uns capa aislante.

6.~ Un dispositivo semiconductor, segin la rei-
vindicacidn 5, caracterizado porque la capo alslonte es
une cops de 6xido, formade sobre la superficie de semi-
conductor.

Te— Un dispositivo semiconductor segin una o
mis de las reivindicaciones vprecedentes, caracterizade
porgue ung capa conductora conéiste en un metal tal como
aluminio.

8o~ Un disnositivo semiconductor segin une o
més de lag reivindicaciones precelentes, ceracterizado
porque lag dos reglones situadas en la superficie del
cuerpo semiconductor tienen une disposicidn interdigital.

e~ Un dispositivo semiconductor segin las rei-
vindicaciones 4 y 8, caracterizado porque la parte de le
cepa conductora que hace contacto con la regidn asocisda
estd mds seperada de la unidn en el arranque de los dedos
de la disposicidn inberdigital que en los extremos libres
de los mismos.

10.~ Un dispositivo semiconductor.

gl y como se ha descrito en la Memoria gue sn—
tecede, representado en los dibujos que se acompaiien y

con los fines que se hen especificado.

- 16 -
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